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SINAV SORULARI

1) Sadece MOSFET (CMOS) teknolojisi kullanarak, en fazla 6 transistorden olusan bir VEYA (OR)
kapisi tasarlayimiz. Devre semasini, transistor tiplerini (NMOS/PMOS) standart sembollerle belirterek
¢iziniz. Devrenin mantiksal islevini dogrulayabilmek adimna, olasi tiim mantik kombinasyonlarmi
kapsayan bir zamanlama diyagram: gizerek giris ve ¢ikig sinyallerini analiz ediniz.

%% po ﬁ(
0

(Form No: MDBF-FR-007, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0)



— _ Dokuman No MbLBE-FR-00/

.
s “%>)\  MUHENDISLIK VE DOGA BILIMLERI FAKULTES] ilkyayin tarihi 15.04.2024

(\ g N No/Tarih O
% &) SINAV SORU KAGIDI FORMU Rev. No / Tari 0/-
\ & {
\\\\‘ o / Sayfa sayis! 2/4
~—
2)
Vpp= 15V
Rsig Vout
Rsi
Vsig 620% 2%00

Sekildeki gok kath (multi-stage) kuvvetlendirici devresi icin agagrdaki adumlar takip ederck devrenin
toplam AC voltaj kazancim (Ayp = Vour/vsig) hesaplaymiz. Oda sicakhiindaki termal voltaji Vr =
25mV olarak almz ve tim kapasitorlerin galiyma frekansinda lasa devre (AC igin) davrandigini

varsaylniz.

Transistor Parametreleri:
Q1 JFET): kp = 10 mA/VZ, Vpy = =2V, 1 =002 V™!
QZ(B]T)'BF = 150, VBE(an) =0.6 V, VA =80V

Q3(B]T)'ﬁp = 80, VBE(OTI) =0.7 V, VA =60V

a) Her bir transistor igin DC siikunet (bias) noktalarini hesaplayniz. (Mosfet i¢in IDS ve VGS,
BJT igin IC ve VCE degerlerini bulunuz.

b) DC analiz sonuglarinizi kullanarak her ii¢ transistdr igin kiigiik sinyal parametrelerini
(gm, Tx Ve 1,) hesaplaymiz.

¢) Devrenin AC kiigiik sinyal esdeger modelini goz 6niinde bulundurarak toplam gerilim kazancini
(4, = vaut/v,ig) bulunuz.
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a) Asagidaki gorselde bir breadboard iizerine kurulmus clektronik devre gosterilmektedir.

Bu devrenin elektronik sematik diyagramim (devre semasim) standart semboller kullanarak giziniz,
Ciziminizde transistériin bacaklanm (C, B, E) ve gii¢ kaynagi bagla.nthllanm (VCC ve GND) agikga
belirtiniz. (Direngleri R1, R2, RC, RE seklinde isimlendirmeniz yeterlidir).

-

b) Semasi verilen devrenin breadboard iizerindeki fiziksel baglantilarini gizerek gosteriniz.

(Not: Devrede kullanilacak MOSFET 2N7000 tipidir ve bacak siralamast soldan saga dogru § - G -
D (Source - Gate - Drain) seklindedir.)
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4) Bir hastanenin yogun bakim initesi igin yeni bir biyomedikal cihaz tasarlamaniz istenmektedir.
Sistemin amaci, hastamn kalbinden alinan gok zayif elektriksel EKG sinyallerini algilayip, acil bir
durumda tiim katin alarm sistemini ve otomatik miidahale iinitelerini devreye sokacak olan yiiksek giiglii
bir elektromekanik réleyi tetiklemektir.

Tasarim kasitlanimz su sekildedir:

e Kalbe bagh problarin i direnci (Ry;5) ¢ok yiiksektir. Hastanin giivenligi ve sinyalin
gokmemesi igin bu problardan kesinlikle akim gekilmemesi (yiikleme etksi / loading cffect
olmamas) hayati 6nem tagir. L ek

e Rolenin bobin direnci (R.) ¢ok diisiiktiir ve mekanik anahtar1 gekebilmesi (tetiklenebilmesi)
icin yiiksek bir siriicl akamina ihtiyag duyar.

e Sensorden alipan milivolt seviyesindeki zayif sinyalin, réleye aktarilmadan Once voltaj
genliginin de ciddi oranda biyitiilmesi gerekmektedir. 7..\cak

Elinizde BJT (Bipolar Junction Transistor) ile tasarlanabilecek Ortak Emiter (CE), Ortak Kollektér (CC)
ve Ortak Baz (CB) yiikselteg topolojileri bulunmaktadir. Topolojilerin bilinen karakteristiklerini
(Rin, Rour» Ay) g0z Oniine alarak:

a) Bu hayati sinyal aktanmuni en verimli ve giivenli sekilde gergeklestirecek 3 kath (3-stage)
kuvvetlendirici devresinin mimarisini, katlarin siralamasini belirterck bir blok sema halinde
¢iziniz.

b) Her bir kat igin segtiginiz topolojiyi (CE, CC veya CB) ve bu segimi neden yaptigimz1, yiikselteg
karakteristiklerini (Girig/Cikis direnci, Voltaj kazanci vb.) referans alarak agiklayimniz.
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